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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の絶縁基板と第２の絶縁基板との間に液晶を挟持した液晶表示装置であって、
　前記第１の絶縁基板の上に互いに平行に形成された複数のゲート配線と、
窒化シリコンからなるゲート絶縁膜を介して交差して互いに平行に形成された複数のデー
タ配線と、
　前記ゲート配線と前記データ配線で囲まれる部分のそれぞれが単位画素領域とされ、前
記複数のゲート配線と前記複数のデータ配線とが交差する領域で表示領域を構成し、
　前記ゲート配線から前記単位画素領域に延びるゲート電極と、前記ゲート配線および前
記ゲート電極を覆う前記ゲート絶縁膜と、前記ゲート絶縁膜上に順次形成された半導体層
と、この半導体層の表面に分離して形成されたオーミックコンタクト層と、前記分離され
たオーミックコンタクト層上にそれぞれ形成されたソース電極及びドレイン電極とで薄膜
トランジスタを構成し、
　前記ゲート配線と前記データ配線の交差部における前記ゲート絶縁膜の下層に、インク
ジェット法により芳香族炭化水素系有機ポリマー又はポリアリルエーテル系有機ポリマー
からなる低誘電率で耐熱性の絶縁材料のインクを滴下して当該交差部のゲート配線を被覆
した芳香族炭化水素系有機ポリマー又はポリアリルエーテル系有機ポリマーからなる前記
ゲート絶縁膜よりも低誘電率で耐熱性の絶縁膜を有することを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
　第１の絶縁基板と第２の絶縁基板との間に液晶を挟持した液晶表示装置であって、
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　前記第１の絶縁基板の上に互いに平行に形成された複数のゲート配線と、
　窒化シリコンからなるゲート絶縁膜を介して交差して互いに平行に形成された複数のデ
ータ配線と、
　前記ゲート配線と前記データ配線で囲まれる部分のそれぞれが単位画素領域とされ、前
記複数のゲート配線と前記複数のデータ配線とが交差する領域で表示領域を構成し、
　前記ゲート配線から前記単位画素領域に延びるゲート電極と、前記ゲート配線および前
記ゲート電極を覆う前記ゲート絶縁膜と、前記ゲート絶縁膜上に順次形成された半導体層
と、この半導体層の表面に分離して形成されたオーミックコンタクト層と、前記分離され
たオーミックコンタクト層上にそれぞれ形成されたソース電極及びドレイン電極とで薄膜
トランジスタを構成し、
　前記表示領域の全域で、前記ゲート配線上の前記ゲート絶縁膜の下層に、当該ゲート配
線に沿ってインクジェット法により芳香族炭化水素系有機ポリマー又はポリアリルエーテ
ル系有機ポリマーからなる低誘電率で耐熱性の絶縁材料のインクを滴下して当該交差部の
ゲート配線を被覆した芳香族炭化水素系有機ポリマー又はポリアリルエーテル系有機ポリ
マーからなる前記ゲート絶縁膜よりも低誘電率で耐熱性の絶縁膜を有することを特徴とす
る液晶表示装置。
【請求項３】
　第１の絶縁基板と第２の絶縁基板との間に液晶を挟持した液晶表示装置の製造方法であ
って、
　前記第１の絶縁基板の上に複数のゲート配線を互いに平行に形成する工程と、
　前記ゲート配線上でデータ配線が交差する部分にインクジェット法により芳香族炭化水
素系有機ポリマー又はポリアリルエーテル系有機ポリマーからなる低誘電率で耐熱性の絶
縁膜材料のインクを滴下して前記ゲート絶縁膜よりも低誘電率の絶縁膜を形成する工程と
、
　前記ゲート配線と前記低誘電率の絶縁膜を含む前記第１の絶縁基板を覆って窒化シリコ
ンからなるゲート絶縁膜を成膜する工程と、
　前記ゲート配線と前記データ配線が交差する部分の前記低誘電率の絶縁膜と前記ゲート
絶縁膜上に前記ゲート配線に交差させて複数のデータ配線を互いに平行に形成する工程と
を含むことを特徴とする液晶表示装置の製造方法。
【請求項４】
　第１の絶縁基板と第２の絶縁基板との間に液晶を挟持した液晶表示装置の製造方法であ
って、
　前記第１の絶縁基板の上に複数のゲート配線を互いに平行に形成する工程と、
　前記ゲート配線と前記データ配線が交差する部分を含む前記ゲート配線上の全域にイン
クジェット法により芳香族炭化水素系有機ポリマー又はポリアリルエーテル系有機ポリマ
ーからなるゲート絶縁膜よりも低誘電率で耐熱性の絶縁材料のインクを滴下して前記ゲー
ト絶縁膜よりも低誘電率の絶縁膜を形成する工程と、
　前記低誘電率の絶縁膜を被覆した前記ゲート配線を含む前記第１の絶縁基板を覆って窒
化シリコンからなるゲート絶縁膜を成膜する工程と、
前記低誘電率の絶縁膜および前記ゲート絶縁膜上で前記ゲート配線に交差させて複数のデ
ータ配線を互いに平行に形成する工程とを含むことを特徴とする液晶表示装置の製造方法
。
【請求項５】
　請求項３又は４に記載の液晶表示装置の製造方法において、
　前記複数のゲート配線と前記複数のデータ配線で囲まれる各部分に形成される各単位画
素で表示領域が構成され、前記ゲート絶縁膜上に半導体層とこの半導体層の表面に分離さ
せてオーミックコンタクト層とを形成し、前記分離されたオーミックコンタクト層上にソ
ース電極及びドレイン電極とをそれぞれ形成して薄膜トランジスタを構成する工程を含む
ことを特徴とする液晶表示装置の製造方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、アクティブ・マトリクス型の液晶表示装置とその製造方法に係り、特に当該液
晶表示装置を構成する液晶表示パネルの一方の基板に形成する薄膜トランジスタとその製
造に好適なものである。
【背景技術】
【０００２】
アクティブ・マトリクス型の液晶表示装置を構成する液晶表示パネルは、一方の基板（ア
クティブ・マトリクス基板）と他方の基板（カラーフィルタ基板）との間に液晶を挟持し
て形成される。アクティブ・マトリクス基板に薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）を作り込む製
造工程では、当該基板上に先ずクロム等の金属膜からなる平行配置された複数のゲート配
線およびこの各ゲート配線から画素毎に延びるゲート電極が形成される。
【０００３】
図１７は、アクティブ・マトリクス型液晶表示装置の表示パネル部の等価回路を説明する
図である。図１７（ａ）は全体の回路図、図１７（ｂ）は図１７（ａ）における画素部Ｐ
ＸＬの拡大図である。図１７（ａ）において、表示パネルＰＮＬには多数の画素部ＰＸＬ
がマトリクス配列されており、各画素部ＰＸＬは走査配線駆動回路ＧＤＲで選択され、デ
ータ配線(ソース配線とも言う)駆動回路ＤＤＲからの表示データ信号に応じて点灯される
。
【０００４】
すなわち、走査配線駆動回路ＧＤＲによって選択されたゲート配線ＧＬに対応して、デー
タ配線駆動回路ＤＤＲからデータ配線ＤＬを通して表示パネルＰＮＬの画素部ＰＸＬにお
ける薄膜トランジスタＴＦＴに表示データ（電圧）が供給される。
【０００５】
図１７（ｂ）に示したように、画素部ＰＸＬを構成する薄膜トランジスタＴＦＴは、ゲー
ト配線ＧＬとデータ配線ＤＬとの交差部に設けられる。薄膜トランジスタＴＦＴのゲート
極ＧＴには、ゲート配線ＧＬが接続され、薄膜トランジスタＴＦＴのドレイン電極又はソ
ース電極（この時点ではドレイン電極）ＳＤ２には、データ配線ＤＬが接続されている。
【０００６】
薄膜トランジスタＴＦＴのドレイン電極又はソース電極（この時点ではソース電極）ＳＤ
１は液晶（素子）ＬＣの画素電極ＰＸに接続される。液晶ＬＣは、画素電極ＰＸと共通電
極ＣＴとの間にあって、画素電極ＰＸに供給されるデータ(電圧)により駆動される。なお
、データを一時保持するための補助容量Ｃａがドレイン電極ＳＤ２と補助容量配線ＣＬと
の間に接続されている。
【０００７】
図１８は、図１７に示す表示パネルＰＮＬの画素部ＰＸＬの構成とこの画素部ＰＸＬを構
成する薄膜トランジスタＴＦＴの構成を説明する図である。すなわち、図１８（ａ）は図
１７に示すマトリクス状に配置された画素部ＰＸＬの平面図、図１８（ｂ）は、図１８（
ａ）に示す画素部ＰＸＬにおける薄膜トランジスタＴＦＴ部分のＡ－Ａ'線に沿った断面
図である。
【０００８】
図１８（ａ）に示したように、マトリクス状に配置された画素部ＰＸＬでは、薄膜トラン
ジスタＴＦＴがゲート配線ＧＬとデータ配線ＤＬとの交差部に配置されている。また、画
素電極ＰＸが薄膜トランジスタＴＦＴに接続され、補助容量配線ＣＬとの間で補助容量を
形成している。
【０００９】
図１８（ｂ）において、薄膜トランジスタＴＦＴは、絶縁基板ＳＵＢ１上に、ゲート電極
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ＧＬとこの電極を覆うようにゲート絶縁膜ＧＩが形成され、このゲート絶縁膜上にシリコ
ン（Ｓｉ）半導体層ＳＩとオーミックコンタクト層（ｎ+Ｓｉ）ＮＳ、ソース電極ＳＤ１
及びドレイン電極ＳＤ２が順次積層される。
【００１０】
このゲート配線ＧＬおよびゲート電極ＤＬを覆ってシリコン・ナイトライド（ＳｉＮｘ）
のゲート絶縁膜ＧＩが成膜され、ゲート配線ＧＬと交差する複数のデータ配線ＤＬが形成
される。なお、このデータ配線ＤＬと同時にソース電極ＳＤ１とドレイン電極ＳＤ２が同
層で形成される。
【００１１】
このように、各ゲート配線ＧＬと各データ配線ＤＬで囲まれる部分に画素部ＰＸＬで構成
される単位画素が形成される。この単位画素はフルカラー表示の場合は各単色（赤、緑、
青）の副画素となる。以下では、単位画素を単に画素とも称する。画素部ＰＸＬを構成す
る薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）は、上記したように、ゲート電極と、このゲート電極の上
にパターニングされたシリコン半導体膜と、シリコン半導体膜の上層に分離して形成され
たオーミックコンタクト層（ｎ+シリコン）と、分離したオーミックコンタクト層のそれ
ぞれに接続したソース電極とドレイン電極とで構成される。
【００１２】
この薄膜トランジスタの上層には保護膜ＰＡＳが成膜され、その上にＩＴＯを好適とする
画素電極ＰＸがパターニングされ、保護膜ＰＡＳに開けたコンタクトホールでソース電極
（又はドレイン電極）ＳＤ１に接続している。画素電極ＰＸを覆って配向膜（図示せず）
が成膜される。
【００１３】
一方、図示しない他方の基板には、フルカラーの場合は３色のカラーフィルタと平滑層（
オーバーコート層）を介した対向電極（図１７の（ｂ））が形成される。そして、対向電
極を覆って配向膜が成膜され、上記した一方の基板であるアクティブ・マトリクス基板と
重ねあわせ、その間隙に液晶が封止される。
【００１４】
上記したアクティブ・マトリクス基板の配線等をインクジェット法で形成するものが特許
文献１に開示されている。特許文献１では、薄膜トランジスタＴＦＴのゲート電極を、導
電材料を含有する液体材料を用いて、インクジェット法によって形成し、また、薄膜トラ
ンジスタＴＦＴのソース電極及びドレイン電極を、半導体材料を含有する液体材料を用い
て、インクジェット法によって形成することが記載されている。
【特許文献１】特開２００３－３１８１９３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
液晶表示パネルのアクティブ・マトリクス基板に形成されるゲート絶縁膜は、ゲート配線
とデータ配線とを絶縁するために設けられる。薄膜トランジスタの性能は、ゲート絶縁膜
が薄いほど向上する。また、ゲート絶縁膜が薄いほど補助容量線が細くでき、開口率が向
上する。しかし、ゲート絶縁膜を薄くすると、データ配線との交差部の交差容量が増加し
て信号遅延が発生する。また、ゲート配線と対向電極との間に存在する対向容量も増加す
る。交差容量や対向容量を低減するためにゲート絶縁膜を厚くすれば、上記したように薄
膜トランジスタの性能が低下する。
【００１６】
本発明の目的は、交差容量や対向容量を増加させることなく薄膜トランジスタの性能を向
上させて、高速動作で高精細、かつゲート配線を乗り越えて交差するデータ配線に段切れ
等による断線の発生を回避した液晶表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
上記目的を達成するために、本発明は、液晶表示装置の液晶表示パネルを構成するアクテ
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ィブ・マトリクス基板において、そのゲート配線とデータ配線の交差部に介在するゲート
絶縁膜の下層に低誘電率の絶縁材料をインクジェット法で滴下してもう一つの絶縁膜とし
、当該交差部の交差容量や対向電極との間の容量（対向容量）を増加させることなく、か
つ配線の段切れを抑制して薄膜トランジスタの性能を向上させた。
【００１８】
また、本発明は、ゲート配線を覆うゲート絶縁膜の下層に、データ配線の交差部を含んで
当該ゲート配線に沿って低誘電率の絶縁材料をインクジェット法で滴下して、当該交差部
の交差容量や対向電極との間の容量（対向容量）を増加させることなく、薄膜トランジス
タの性能を向上させた。
【００１９】
データ配線とソース・ドレイン電極の形成後、シリコン半導体層の成膜とパターニングで
半導体アイランドを加工し、オーミックコンタクト層、ソース電極とドレイン電極の形成
を行って薄膜トランジスタを作製する。保護膜の形成後、この保護膜に開けたコンタクト
ホールを通して薄膜トランジスタのソース電極（あるいは、ドレイン電極）に接続した画
素電極を形成する。その後、既知のプロセスで液晶表示パネルを製作し、これを用いて液
晶表示装置を得る。
【発明の効果】
【００２０】
本発明によれば、ゲート配線とデータ配線の交差部のみ、あるいはこの交差部を含むゲー
ト配線の上、かつゲート絶縁膜下層にゲート絶縁膜よりも低誘電率の絶縁材料を必要な細
部に限定的に塗布でき、当該交差部の交差容量や対向電極との間の容量（対向容量）を増
加させることなく、また、不要部分の除去等、その後のプロセスを要せずに薄膜トランジ
スタの性能を向上させることができる。さらに、絶縁材料をインクジェットで塗布して形
成されたゲート絶縁膜の周縁は穏やかなテーパとなるため、ゲート配線を乗り越えて交差
するデータ配線に段切れ等による断線の発生が抑制される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
以下、本発明の実施の形態を参考例および実施例の図面を参照して詳細に説明する。なお
、本発明の液晶表示装置の構造は以下の製造方法により説明される。
【参考例１】
【００２２】
図１は、本発明に係る液晶表示装置の参考例１を構成する液晶表示パネルのアクティブ・
マトリクス基板の製造方法の要部工程を説明する平面図である。ここでは、データ配線お
よびソース・ドレイン電極の形成工程までを（１）～（４）の順で説明する。先ず、（１
）ゲート電極作製：透明なガラス基板を好適とする絶縁基板の表面にゲート配線ＧＬをパ
ターニングする。このゲート配線ＧＬには薄膜トランジスタのゲート電極ＧＴが突出して
形成される。
【００２３】
(２)アイランド形成： ゲート配線ＧＬおよびゲート電極ＧＴを含む基板全域を覆ってゲ
ート絶縁膜ＧＩを成膜する。ゲート絶縁膜ＧＩはシリコン・ナイトライド（ＳｉＮｘ:窒
化シリコン）をＣＶＤで成膜する。その後、同様のＣＶＤでアモルファス・シリコン半導
体層とシリコンにリン等を不純物として混入したｎ+シリコン半導体層（オーミックコン
タクト層）を成膜する。このアモルファス・シリコン半導体層としたオーミックコンタク
ト層を加工し、ゲート電極ＧＴの上方にシリコン半導体のアイランドＳＩを形成する。な
お、このとき、アイランドＳＩの上層に形成されるオーミックコンタクト層はソース電極
とドレイン電極の接続領域としてそれぞれ分離されている。
【００２４】
（３）クロス部ＩＪ塗布：ゲート配線のゲート絶縁膜ＧＩ上で、データ配線が交差する部
分（クロス部）のみにゲート絶縁膜よりも低誘電率の絶縁材料をインクジェット法で滴下
して塗布し、もう一つの絶縁膜ＬＤＰを形成する。このもう一つの絶縁膜ＬＤＰを以下で
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は低誘電率の絶縁膜ＬＤＰとも称する。
【００２５】
（４）ソース及びチャネル形成：ゲート絶縁膜ＧＩ上で、かつ交差するゲート配線ＧＬ上
では該低誘電率の絶縁膜ＬＤＰの上に、ソース配線すなわちデータ配線ＤＬを形成する。
このとき、薄膜トランジスタのソース電極ＳＤ１とドレイン電極を同時にパターニングし
、ソース電極ＳＤ１とドレイン電極の間にチャネルを形成する。その後、保護膜の形成、
画素電極の形成等の画素形成プロセスおよび配向膜の塗布プロセスを経てアクティブ・マ
トリクス基板が製作される。
【００２６】
図２は、図１の工程（４）でデータ配線を形成した状態のアクティブ・マトリクス基板の
Ａ－Ａ線に沿って切断した断面図である。図示されたように、ガラス基板ＳＵＢ１の表面
にゲート配線ＧＬが形成されている。このゲート配線ＧＬを覆ってガラス基板ＳＵＢ１の
全面にゲート絶縁膜ＧＩが形成されている。そして、ゲート配線ＧＬとデータ配線が交差
する部分のゲート配線ＧＬ上かつゲート絶縁膜ＧＩの上に、芳香族炭化水素系有機ポリマ
ー、ポリアリルエーテル系有機ポリマーなどのゲート絶縁膜よりも低誘電率の絶縁材料の
インクをインクジェットで滴下する。このインクが乾燥してゲート絶縁膜よりも低誘電率
の絶縁膜ＬＤＰとなる。
【００２７】
このゲート絶縁膜ＧＩと低誘電率の絶縁膜ＬＤＰの２層構造の絶縁構造の上にデータ配線
ＤＬが交差して形成されている。図２に示されたように、インクジェットでインクを滴下
して硬化した低誘電率の絶縁膜ＬＤＰの周縁は穏やかなテーパとなる。そのため、ゲート
配線ＧＬに交差するデータ配線ＤＬは穏やかにゲート配線ＧＬを乗り越え、急峻な乗り越
え角度の場合に起こる段切れ等による断線の発生が抑制される。また、データ配線ＤＬと
図示しないカラーフィルタ基板に有する対向電極との間は上記の交差部を除いて電極間隔
を狭くする誘電体が存在しない。
【００２８】
参考例１により、交差容量や対向容量を増加させることなく薄膜トランジスタの性能を向
上させて、高速動作で高精細の液晶表示装置を提供することができる。
【実施例１】
【００２９】
図３は、本発明に係る液晶表示装置の実施例１を構成する液晶表示パネルのアクティブ・
マトリクス基板を製造する方法の要部工程を説明する平面図である。ここでも、データ配
線およびソース・ドレイン電極の形成工程までを（１）～（４）の順で説明する。参考例
１と同様に、先ず、（１）ゲート電極作製：透明なガラス基板を好適とする絶縁基板の表
面にゲート配線ＧＬをパターニングする。このゲート配線ＧＬには薄膜トランジスタのゲ
ート電極ＧＴが突出して形成される。
【００３０】
（２）クロス部ＩＪ塗布：ゲート配線ＧＬ上で、データ配線が交差する部分（クロス部）
のみにゲート絶縁膜よりも低誘電率の絶縁材料をインクジェット法で滴下して塗布し、ゲ
ート絶縁膜よりも低誘電率の絶縁膜ＬＤＰを形成する。
【００３１】
(３)アイランド形成： ゲート配線ＧＬおよびゲート電極ＧＴおよびゲート絶縁膜よりも
低誘電率の絶縁膜ＬＤＰを含む基板全域を覆ってゲート絶縁膜ＧＩを成膜する。ゲート絶
縁膜ＧＩはシリコン・ナイトライド（ＳｉＮｘ:窒化シリコン）をＣＶＤで成膜する。そ
の後、同様のＣＶＤでアモルファス・シリコン半導体層とシリコンにリン等を不純物とし
て混入したｎ+シリコン半導体層（オーミックコンタクト層）を成膜する。このアモルフ
ァス・シリコン半導体層としたオーミックコンタクト層を加工し、ゲート電極ＧＴの上方
にシリコン半導体のアイランドＳＩを形成する。なお、このとき、アイランドＳＩの上層
に形成されるオーミックコンタクト層はソース電極とドレイン電極の接続領域としてそれ
ぞれ分離されている。
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【００３２】
（４）ソース及びチャネル形成： ゲート絶縁膜よりも低誘電率の絶縁層ＬＤＰとゲート
絶縁膜ＧＩ上で、かつ交差するゲート配線ＧＬ上ではゲート絶縁膜ＧＩの上に、ソース配
線すなわちデータ配線ＤＬを形成する。このとき、薄膜トランジスタのソース電極ＳＤ１
とドレイン電極を同時にパターニングし、ソース電極ＳＤ１とドレイン電極の間にチャネ
ルを形成する。その後、保護膜の形成、画素電極の形成等の画素形成プロセスおよび配向
膜の塗布プロセスを経てアクティブ・マトリクス基板が製作される。
【００３３】
図４は、図３の工程（４）でデータ配線を形成した状態のアクティブ・マトリクス基板の
Ａ－Ａ線に沿って切断した断面図である。図示されたように、ガラス基板ＳＵＢ１の表面
にゲート配線ＧＬが形成されている。ゲート配線ＧＬとデータ配線が交差する部分のゲー
ト配線ＧＬ上に芳香族炭化水素系有機ポリマー、ポリアリルエーテル系有機ポリマーなど
の低誘電率の絶縁材料のインクをインクジェットで滴下する。このインクが乾燥してゲー
ト絶縁膜よりも低誘電率の絶縁膜ＬＤＰとなる。この低誘電率の絶縁膜ＬＤＰを交差部に
有するゲート配線ＧＬを覆ってガラス基板ＳＵＢ１の全面にゲート絶縁膜ＧＩが形成され
る。
【００３４】
そして、この低誘電率の絶縁膜ＬＤＰとゲート絶縁膜ＧＩとの２層構造の絶縁構造の上に
データ配線ＤＬが交差して形成される。図４に示されたように、インクジェットで滴下し
て硬化した低誘電率の絶縁膜ＬＤＰの周縁は穏やかなテーパとなる。そのうえのゲート絶
縁膜ＧＩもより穏やかな周縁となる。そのため、ゲート配線ＧＬに交差するデータ配線Ｄ
Ｌは穏やかにゲート配線ＧＬを乗り越え、急峻な乗り越え角度の場合に起こる段切れ等に
よる断線の発生が抑制される。また、データ配線ＤＬと図示しないカラーフィルタ基板に
有する対向電極との間は上記の交差部を除いて電極間隔を狭くする誘電体が存在しない。
【００３５】
実施例１により、交差容量や対向容量を増加させることなく、かつ配線の段切れを抑制し
て薄膜トランジスタの性能を向上させて、高速動作で高精細の液晶表示装置を提供するこ
とができる。
【参考例２】
【００３６】
図５は、本発明に係る液晶表示装置の参考例２を構成する液晶表示パネルのアクティブ・
マトリクス基板を製造する方法の要部工程を説明する平面図である。参考例２は、ゲート
配線やデータ配線もインクジェット法で形成する。ここでも、データ配線およびソース・
ドレイン電極の形成工程までを（１）～（４）の順で説明する。先ず、（１）ゲート電極
作製：透明なガラス基板を好適とする絶縁基板の表面にゲート配線とゲート電極のパター
ンに溝を形成するバンクＢＮＫ-Ｇを設ける。バンクＢＮＫ-Ｇとその溝は、感光性レジス
トのホトリソグラフィ手法で形成される。他の実施例でも同様である。このバンクＢＮＫ
-Ｇの溝に銀や銅などの導電性粒子を混入したインクをインクジェットで滴下して充填す
る。これを乾燥させ、焼成してゲート配線ＧＬとゲート電極ＧＴを形成する。
【００３７】
(２)アイランド形成：ゲート配線ＧＬおよびゲート電極ＧＴおよびバンクＢＮＫ-Ｇを含
む基板全域を覆ってゲート絶縁膜ＧＩを成膜する。ゲート絶縁膜ＧＩはシリコン・ナイト
ライド（ＳｉＮｘ:窒化シリコン）をＣＶＤで成膜する。その後、同様のＣＶＤでアモル
ファス・シリコン半導体層とシリコンにリン等を不純物として混入したｎ+シリコン半導
体層（オーミックコンタクト層）を成膜する。このアモルファス・シリコン半導体層とし
たオーミックコンタクト層を加工し、ゲート電極ＧＴの上方にシリコン半導体のアイラン
ドＳＩを形成する。なお、このとき、アイランドＳＩの上層に形成されるオーミックコン
タクト層はソース電極とドレイン電極の接続領域としてそれぞれ分離されている。
【００３８】
（３）クロス部ＩＪ塗布：ゲート配線のゲート絶縁膜ＧＩ上で、データ配線が交差する部
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分（クロス部）のみにゲート絶縁膜よりも低誘電率の絶縁材料をインクジェット法で滴下
して塗布し、ゲート絶縁膜よりも低誘電率の絶縁膜ＬＤＰを形成する。
【００３９】
（４）ソース及びチャネル形成：絶縁基板の表面にデータ配線とソース電極およびドレイ
ン電極のパターンに溝を形成したバンクＢＮＫ-Ｄを設ける。バンクＢＮＫ－Ｄとその溝
は、感光性レジストのホトリソグラフィ手法で形成される。他の実施例でも同様である。
このバンクＢＮＫ-Ｄの溝に銀や銅などの導電性粒子を混入したインクをインクジェット
で滴下して充填する。これを乾燥させ、焼成してデータ配線ＤＬとソース電極ＳＤ１およ
びドレイン電極ＳＤ２を形成する。このとき、ソース電極ＳＤ１とドレイン電極ＳＤ２の
間にチャネルを形成する。その後、保護膜の形成、画素電極の形成等の画素形成プロセス
および配向膜の塗布プロセスを経てアクティブ・マトリクス基板が製作される。
【００４０】
図６は、図５の工程（４）でデータ配線を形成した状態のアクティブ・マトリクス基板の
Ａ－Ａ線に沿って切断した断面図である。図示されたように、ガラス基板ＳＵＢ１の表面
に形成したバンクＢＮＫ-Ｇの溝にゲート配線ＧＬが形成されている。このゲート配線Ｇ
Ｌを覆ってガラス基板ＳＵＢ１の全面にゲート絶縁膜ＧＩが形成されている。そして、ゲ
ート配線ＧＬとデータ配線が交差する部分のゲート配線ＧＬ上かつゲート絶縁膜ＧＩの上
に、芳香族炭化水素系有機ポリマー、ポリアリルエーテル系有機ポリマーなどの低誘電率
の絶縁材料のインクをインクジェットで滴下する。このインクが乾燥してゲート絶縁膜よ
りも低誘電率の絶縁膜ＬＤＰとなる。
【００４１】
このゲート絶縁膜ＧＩと低誘電率の絶縁膜ＬＤＰの２層の絶縁構造の上にデータ配線ＤＬ
が交差して形成されている。図６に示されたように、ゲート絶縁膜ＧＩはバンクＢＮＫ-
Ｇにより平坦に形成されている。この上にインクジェットで滴下して硬化した低誘電率の
絶縁膜ＬＤの周縁はより穏やかなテーパとなる。そのため、ゲート配線ＧＬに交差するデ
ータ配線ＤＬは穏やかにゲート配線ＧＬを乗り越え、急峻な乗り越え角度の場合に起こる
段切れ等による断線の発生が抑制される。また、データ配線ＤＬと図示しないカラーフィ
ルタ基板に有する対向電極との間は上記の交差部を除いて電極間隔を狭くする誘電体が存
在しない。
【００４２】
参考例２によっても、交差容量や対向容量を増加させることなく薄膜トランジスタの性能
を向上させて、高速動作で高精細の液晶表示装置を提供することができる。
【参考例３】
【００４３】
図７は、本発明に係る液晶表示装置の参考例３を構成する液晶表示パネルのアクティブ・
マトリクス基板を製造する方法の要部工程を説明する平面図である。参考例３も参考例２
と同様に、ゲート配線やデータ配線もインクジェット法で形成する。ここでも、データ配
線およびソース・ドレイン電極の形成工程までを（１）～（４）の順で説明する。先ず、
（１）ゲート電極作製：透明なガラス基板を好適とする絶縁基板の表面にゲート配線とゲ
ート電極のパターンに溝を形成するバンクＢＮＫ-Ｇを設ける。このバンクＢＮＫ-Ｇの溝
に銀や銅などの導電性粒子を混入したインクをインクジェットで滴下して充填する。これ
を乾燥させ、焼成してゲート配線ＧＬとゲート電極ＧＴを形成する。
【００４４】
（２）クロス部ＩＪ塗布：ゲート配線のゲート絶縁層ＧＩ上で、データ配線が交差する部
分（クロス部）のみにゲート絶縁膜よりも低誘電率の絶縁材料をインクジェット法で滴下
して塗布し、ゲート絶縁膜よりも低誘電率の絶縁膜ＬＤＰを形成する。
【００４５】
(３)アイランド形成:ゲート配線ＧＬおよびゲート電極ＧＴおよびバンクＢＮＫ-Ｇを含む
基板全域を覆ってゲート絶縁膜ＧＩを成膜する。ゲート絶縁膜ＧＩはシリコン・ナイトラ
イド（ＳｉＮｘ:窒化シリコン）をＣＶＤで成膜する。その後、同様のＣＶＤでアモルフ
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ァス・シリコン半導体層とシリコンにリン等を不純物として混入したｎ+シリコン半導体
層（オーミックコンタクト層）を成膜する。このアモルファス・シリコン半導体層とした
オーミックコンタクト層を加工し、ゲート電極ＧＴの上方にシリコン半導体のアイランド
ＳＩを形成する。なお、このとき、アイランドＳＩの上層に形成されるオーミックコンタ
クト層はソース電極とドレイン電極の接続領域としてそれぞれ分離されている。
【００４６】
（４）ソース及びチャネル形成: 絶縁基板の表面にデータ配線とソース電極およびドレイ
ン電極のパターンに溝を形成したバンクＢＮＫ-Ｄを設ける。このバンクＢＮＫ-Ｄの溝に
銀や銅などの導電性粒子を混入したインクをインクジェットで滴下して充填する。これを
乾燥させ、焼成してデータ配線ＤＬとソース電極ＳＤ１およびドレイン電極ＳＤ２を形成
する。このとき、ソース電極ＳＤ１とドレイン電極ＳＤ２の間にチャネルを形成する。そ
の後、保護膜の形成、画素電極の形成等の画素形成プロセスおよび配向膜の塗布プロセス
を経てアクティブ・マトリクス基板が製作される。
【００４７】
図８は、図７の工程（４）でデータ配線を形成した状態のアクティブ・マトリクス基板の
Ａ－Ａ線に沿って切断した断面図である。図示されたように、ガラス基板ＳＵＢ１の表面
に形成したバンクＢＮＫ-Ｇの溝にゲート配線ＧＬが形成されている。ゲート配線ＧＬと
データ配線が交差する部分のゲート配線ＧＬ上かつゲート絶縁膜ＧＩの上に、芳香族炭化
水素系有機ポリマー、ポリアリルエーテル系有機ポリマーなどの低誘電率の絶縁材料のイ
ンクをインクジェットで滴下する。このインクが乾燥してゲート絶縁膜よりも低誘電率の
絶縁膜ＬＤＰとなる。低誘電率の絶縁膜ＬＤＰを覆ってガラス基板ＳＵＢ１の全面にゲー
ト絶縁膜ＧＩが形成される。
【００４８】
この低誘電率の絶縁膜ＬＤＰとゲート絶縁膜ＧＩとの２層の絶縁構造の上にデータ配線Ｄ
Ｌが交差して形成されている。図８に示されたように、低誘電率の絶縁膜ＬＤＰの上に形
成されるゲート絶縁膜ＧＩはバンクＢＮＫ-Ｇにより周縁が穏やかに形成されている。そ
のため、ゲート配線ＧＬに交差するデータ配線ＤＬは穏やかにゲート配線ＧＬを乗り越え
、急峻な乗り越え角度の場合に起こる段切れ等による断線の発生が抑制される。また、デ
ータ配線ＤＬと図示しないカラーフィルタ基板に有する対向電極との間は上記の交差部を
除いて電極間隔を狭くする誘電体が存在しない。
【００４９】
実施例４によっても、交差容量や対向容量を増加させることなく薄膜トランジスタの性能
を向上させて、高速動作で高精細の液晶表示装置を提供することができる。
【参考例４】
【００５０】
図９は、本発明に係る液晶表示装置の参考例４を構成する液晶表示パネルのアクティブ・
マトリクス基板の製造方法の要部工程を説明する平面図である。ここでも、データ配線お
よびソース・ドレイン電極の形成工程までを（１）～（４）の順で説明する。先ず、（１
）ゲート電極作製：透明なガラス基板を好適とする絶縁基板の表面にゲート配線ＧＬをパ
ターニングする。このゲート配線ＧＬには薄膜トランジスタのゲート電極ＧＴが突出して
形成される。
【００５１】
(２)アイランド形成： ゲート配線ＧＬおよびゲート電極ＧＴを含む基板全域を覆ってゲ
ート絶縁膜ＧＩを成膜する。ゲート絶縁膜ＧＩはシリコン・ナイトライド（ＳｉＮｘ:窒
化シリコン）をＣＶＤで成膜する。その後、同様のＣＶＤでアモルファス・シリコン半導
体層とシリコンにリン等を不純物として混入したｎ+シリコン半導体層（オーミックコン
タクト層）を成膜する。このアモルファス・シリコン半導体層としたオーミックコンタク
ト層を加工し、ゲート電極ＧＴの上方にシリコン半導体のアイランドＳＩを形成する。な
お、このとき、アイランドＳＩの上層に形成されるオーミックコンタクト層はソース電極
とドレイン電極の接続領域としてそれぞれ分離されている。
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【００５２】
（３）ゲート配線部ＩＪ塗布：ゲート配線のゲート絶縁膜ＧＩ上で、データ配線が交差す
る部分（クロス部）のみでなく、ゲート配線ＧＬに沿ってその上部に低誘電率の絶縁材料
をインクジェット法で滴下して塗布し、ゲート絶縁膜よりも低誘電率の絶縁膜ＬＤＰを形
成する。この低誘電率の絶縁膜ＬＤＰはアクティブ・マトリクス基板の少なくとも表示領
域（多数の画素をマトリクス配列した領域）内の全てのゲート配線ＧＬの上層に形成にさ
れる。
【００５３】
（４）ソース及びチャネル形成： ゲート絶縁膜ＧＩ上で、かつ交差するゲート配線ＧＬ
上の低誘電率の絶縁膜ＬＤＰの上に、ソース配線すなわちデータ配線ＤＬを形成する。こ
のとき、薄膜トランジスタのソース電極ＳＤ１とドレイン電極を同時にパターニングし、
ソース電極ＳＤ１とドレイン電極の間にチャネルを形成する。その後、保護膜の形成、画
素電極の形成等の画素形成プロセスおよび配向膜の塗布プロセスを経てアクティブ・マト
リクス基板が製作される。
【００５４】
図１０は、図９の工程（４）でデータ配線を形成した状態のアクティブ・マトリクス基板
のＢ-Ｂ線に沿って切断したものに他方の基板と貼り合わせて液晶を封止した状態を示す
断面図である。図示されたように、アクティブ・マトリクス基板を構成するガラス基板Ｓ
ＵＢ１の表面にゲート配線ＧＬが形成されている。このゲート配線ＧＬを覆ってガラス基
板ＳＵＢ１の全面にゲート絶縁膜ＧＩが形成されている。そして、ゲート配線ＧＬとデー
タ配線が交差する部分のゲート配線ＧＬ上かつゲート絶縁膜ＧＩの上に、芳香族炭化水素
系有機ポリマー、ポリアリルエーテル系有機ポリマーなどの低誘電率の絶縁材料のインク
をインクジェットで滴下する。このインクが乾燥してゲート配線ＧＬに沿ってゲート絶縁
膜ＧＩ上に存在するゲート絶縁膜よりも低誘電率の絶縁膜ＬＤＰとなる。
【００５５】
このゲート絶縁膜ＧＩと低誘電率の絶縁膜ＬＤＰの２層の絶縁構造の上にデータ配線ＤＬ
が交差して形成されている。図１０に示されたように、インクジェットで滴下して硬化し
た低誘電率の絶縁膜ＬＤＰの周縁は穏やかなテーパとなる。そのため、ゲート配線ＧＬに
交差するデータ配線ＤＬは穏やかにゲート配線ＧＬを乗り越え、急峻な乗り越え角度の場
合に起こる段切れ等による断線の発生が抑制される。また、データ配線ＤＬとカラーフィ
ルタ基板ＳＵＢ２に有する対向電極ＣＴとの間は上記の交差部を含むゲート配線ＧＬの部
分を除いて電極間隔を狭くする誘電体が存在しない。なお、アクティブ・マトリクス基板
ＳＵＢ１側の配向膜ＯＲＩ１とカラーフィルタ基板ＳＵＢ２側の配向膜ＯＲＩ２の間に液
晶ＬＣが封止されている。
【００５６】
参考例４により、交差容量や対向容量を増加させることなく、かつデータ配線等の信号線
と対向電極との間にはゲート配線ＧＬ上のゲート絶縁膜よりも低誘電率の絶縁膜ＬＤＰが
電極間隔を狭める誘電体として存在するのみで、容量を大幅に増加させるような構造とな
らない。そのため、薄膜トランジスタの性能を低下させることがなく、高速動作で高精細
の液晶表示装置を提供することができる。
【実施例２】
【００５７】
図１１は、本発明に係る液晶表示装置の実施例２を構成する液晶表示パネルのアクティブ
・マトリクス基板を製造する方法の要部工程を説明する平面図である。ここでも、データ
配線およびソース・ドレイン電極の形成工程までを（１）～（４）の順で説明する。先ず
、（１）ゲート電極作製：透明なガラス基板を好適とする絶縁基板の表面にゲート配線Ｇ
Ｌをパターニングする。このゲート配線ＧＬには薄膜トランジスタのゲート電極ＧＴが突
出して形成される。
【００５８】
（２）ゲート配線部ＩＪ塗布：ゲート配線の上に、データ配線が交差する部分（クロス部
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）のみでなく、ゲート配線ＧＬに沿ってその上部にゲート絶縁膜よりも低誘電率の絶縁材
料をインクジェット法で滴下して塗布し、ゲート絶縁膜よりも低誘電率の絶縁膜ＬＤＰを
形成する。この低誘電率の絶縁膜ＬＤＰはアクティブ・マトリクス基板の少なくとも表示
領域（多数の画素をマトリクス配列した領域）内の全てのゲート配線ＧＬの上層に形成に
される。
【００５９】
(３)アイランド形成：ゲート配線ＧＬおよびゲート電極ＧＴおよび低誘電率の絶縁膜ＬＤ
Ｐを含む基板全域を覆ってゲート絶縁膜ＧＩを成膜する。ゲート絶縁膜ＧＩはシリコン・
ナイトライド（ＳｉＮｘ:窒化シリコン）をＣＶＤで成膜する。その後、同様のＣＶＤで
アモルファス・シリコン半導体層とシリコンにリン等を不純物として混入したｎ+シリコ
ン半導体層（オーミックコンタクト層）を成膜する。このアモルファス・シリコン半導体
層としたオーミックコンタクト層を加工し、ゲート電極ＧＴの上方にシリコン半導体のア
イランドＳＩを形成する。なお、このとき、アイランドＳＩの上層に形成されるオーミッ
クコンタクト層はソース電極とドレイン電極の接続領域としてそれぞれ分離されている。
【００６０】
（４）ソース及びチャネル形成：ゲート絶縁膜ＧＩ上で、かつ交差するゲート配線ＧＬ上
の低誘電率の絶縁膜ＬＤＰの上に、ソース配線すなわちデータ配線ＤＬを形成する。この
とき、薄膜トランジスタのソース電極ＳＤ１とドレイン電極を同時にパターニングし、ソ
ース電極ＳＤ１とドレイン電極の間にチャネルを形成する。その後、保護膜の形成、画素
電極の形成等の画素形成プロセスおよび配向膜の塗布プロセスを経てアクティブ・マトリ
クス基板が製作される。
【００６１】
図１２は、図１１の工程（４）でデータ配線を形成した状態のアクティブ・マトリクス基
板のＢ-Ｂ線に沿って切断したものに他方の基板と貼り合わせて液晶を封止した状態を示
す断面図である。図示されたように、アクティブ・マトリクス基板を構成するガラス基板
ＳＵＢ１の表面にゲート配線ＧＬが形成されている。データ配線が交差する部分を含むゲ
ート配線ＧＬ上に低誘電率の絶縁膜ＬＤＰが形成され、その上にゲート絶縁膜ＧＩが形成
されている。ゲート絶縁膜よりも低誘電率の絶縁膜ＬＤＰは、芳香族炭化水素系有機ポリ
マー、ポリアリルエーテル系有機ポリマーなどの低誘電率の絶縁材料のインクをインクジ
ェットで滴下し、乾燥してゲート配線ＧＬに沿ってゲート絶縁膜ＧＩ上に存在するゲート
絶縁膜よりも低誘電率の絶縁膜ＬＤＰとなる。
【００６２】
この低誘電率の絶縁膜ＬＤＰとゲート絶縁膜ＧＩとの２層の絶縁構造の上にデータ配線Ｄ
Ｌが交差して形成されている。図１２に示されたように、インクジェットで滴下して硬化
した低誘電率の絶縁膜ＬＤの周縁は穏やかなテーパとなる。そのため、ゲート配線ＧＬに
交差するデータ配線ＤＬは穏やかにゲート配線ＧＬを乗り越え、急峻な乗り越え角度の場
合に起こる段切れ等による断線の発生が抑制される。また、データ配線ＤＬとカラーフィ
ルタ基板ＳＵＢ２に有する対向電極ＣＴとの間は上記の交差部を含むゲート配線ＧＬの部
分を除いて電極間隔を狭くする誘電体が存在しない。なお、アクティブ・マトリクス基板
ＳＵＢ１側の配向膜ＯＲＩ１とカラーフィルタ基板ＳＵＢ２側の配向膜ＯＲＩ２の間に液
晶ＬＣが封止されている。
【００６３】
　実施例２により、交差容量や対向容量を増加させることなく、かつデータ配線等の信号
線と対向電極との間にはゲート配線ＧＬ上の低誘電率の絶縁膜ＬＤＰが電極間隔を狭める
誘電体として存在するのみで、容量を大幅に増加させるような構造とならない。そのため
、薄膜トランジスタの性能を低下させることがなく、高速動作で高精度の液晶表示装置を
提供することができる。
【参考例５】
【００６４】
図１３は、本発明に係る液晶表示装置の参考例５を構成する液晶表示パネルのアクティブ
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・マトリクス基板を製造する方法の要部工程を説明する平面図である。ここでも、データ
配線およびソース・ドレイン電極の形成工程までを（１）～（４）の順で説明する。先ず
、（１）ゲート電極作製：透明なガラス基板を好適とする絶縁基板の表面にゲート配線と
ゲート電極の溝パターンを設けたバンクＢＮＫ-Ｇを形成する。銀あるいは銅等の導電性
粒子を含むインクをインクジェットでバンクＢＮＫ-Ｇの溝に滴下し、乾燥、焼成してゲ
ート配線ＧＬとゲート電極ＧＴを形成する。
【００６５】
(２)アイランド形成： ゲート配線ＧＬおよびゲート電極ＧＴおよびバンクＢＮＫ-Ｇを含
む基板全域を覆ってゲート絶縁膜ＧＩを成膜する。ゲート絶縁膜ＧＩはシリコン・ナイト
ライド（ＳｉＮｘ:窒化シリコン）をＣＶＤで成膜する。その後、同様のＣＶＤでアモル
ファス・シリコン半導体層とシリコンにリン等を不純物として混入したｎ+シリコン半導
体層（オーミックコンタクト層）を成膜する。このアモルファス・シリコン半導体層とし
たオーミックコンタクト層を加工し、ゲート電極ＧＴの上方にシリコン半導体のアイラン
ドＳＩを形成する。なお、このとき、アイランドＳＩの上層に形成されるオーミックコン
タクト層はソース電極とドレイン電極の接続領域としてそれぞれ分離されている。
【００６６】
（３）ゲート配線部ＩＪ塗布：ゲート配線のゲート絶縁膜ＧＩ上で、データ配線が交差す
る部分（クロス部）のみでなく、ゲート配線ＧＬに沿ってその上部に低誘電率の絶縁材料
をインクジェット法で滴下して塗布し、ゲート絶縁膜よりも低誘電率の絶縁膜ＬＤＰを形
成する。この低誘電率の絶縁膜ＬＤＰはアクティブ・マトリクス基板の少なくとも表示領
域（多数の画素をマトリクス配列した領域）内の全てのゲート配線ＧＬの上層に形成にさ
れる。
【００６７】
（４）ソース及びチャネル形成： ゲート絶縁層ＧＩ上で、かつ交差するゲート配線ＧＬ
上の低誘電率の絶縁膜ＬＤＰの上に、データ配線とソース電極ＳＤ1およびドレイン電極
ＳＤ２の溝パターンを有するバンクＢＮＫ-Ｄを形成する。この溝に銀あるいは銅等の導
電性粒子を含むインクをインクジェットでバンクＢＮＫ-Ｇの溝に滴下し、乾燥、焼成し
てソース配線すなわちデータ配線ＤＬ、およびソース電極ＳＤ１とドレイン電極ＳＤ２を
形成する。このとき、ソース電極ＳＤ１とドレイン電極の間にチャネルが形成される。そ
の後、保護膜の形成、画素電極の形成等の画素形成プロセスおよび配向膜の塗布プロセス
を経てアクティブ・マトリクス基板が製作される。
【００６８】
図１４は、図１３の工程（４）でデータ配線を形成した状態のアクティブ・マトリクス基
板のＢ-Ｂ線に沿って切断したものに他方の基板と貼り合わせて液晶を封止した状態を示
す断面図である。図示されたように、アクティブ・マトリクス基板を構成するガラス基板
ＳＵＢ１の表面にゲート配線ＧＬが形成されている。このゲート配線ＧＬを覆ってガラス
基板ＳＵＢ１の全面にゲート絶縁膜ＧＩが形成されている。ゲート絶縁膜ＧＩはバンクＢ
ＮＫ-Ｇの存在で平坦に形成される。そして、ゲート配線ＧＬとデータ配線が交差する部
分のゲート配線ＧＬ上かつゲート絶縁膜ＧＩの上に、芳香族炭化水素系有機ポリマー、ポ
リアリルエーテル系有機ポリマーなどの低誘電率の絶縁材料のインクをインクジェットで
滴下し、このインクが乾燥してゲート配線ＧＬに沿ってゲート絶縁膜ＧＩ上に存在するゲ
ート絶縁膜よりも低誘電率の絶縁膜ＬＤＰとなる。
【００６９】
このゲート絶縁膜ＧＩと低誘電率の絶縁膜ＬＤＰの２層の絶縁構造の上にデータ配線ＤＬ
が交差して形成されている。図１４に示されたように、インクジェットで滴下して硬化し
た低誘電率の絶縁膜ＬＤの周縁は穏やかなテーパとなる。そのため、ゲート配線ＧＬに交
差するデータ配線ＤＬは穏やかにゲート配線ＧＬを乗り越え、急峻な乗り越え角度の場合
に起こる段切れ等による断線の発生が抑制される。また、データ配線ＤＬとカラーフィル
タ基板ＳＵＢ２に有する対向電極ＣＴとの間は上記の交差部を含むゲート配線ＧＬの部分
を除いて電極間隔を狭くする誘電体が存在しない。なお、アクティブ・マトリクス基板Ｓ
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ＵＢ１側の配向膜ＯＲＩ１とカラーフィルタ基板ＳＵＢ２側の配向膜ＯＲＩ２の間に液晶
ＬＣが封止されている。
【００７０】
参考例５により、交差容量や対向容量を増加させることなく、かつデータ配線等の信号線
と対向電極との間にはゲート配線ＧＬ上の低誘電率の絶縁膜ＬＤＰが電極間隔を狭める誘
電体として存在するのみで、容量を大幅に増加させるような構造とならない。そのため、
薄膜トランジスタの性能を低下させることがなく、高速動作で高精細の液晶表示装置を提
供することができる。
【参考例６】
【００７１】
図１５は、本発明に係る液晶表示装置の参考例６を構成する液晶表示パネルのアクティブ
・マトリクス基板を製造する方法の要部工程を説明する平面図である。ここでも、データ
配線およびソース・ドレイン電極の形成工程までを（１）～（４）の順で説明する。先ず
、（１）ゲート電極作製：透明なガラス基板を好適とする絶縁基板の表面にゲート配線と
ゲート電極の溝パターンを設けたバンクＢＮＫ-Ｇを形成する。銀あるいは銅等の導電性
粒子を含むインクをインクジェットでバンクＢＮＫ-Ｇの溝に滴下し、乾燥、焼成してゲ
ート配線ＧＬとゲート電極ＧＴを形成する。
【００７２】
（２）ゲート配線部ＩＪ塗布：ゲート配線のゲート絶縁膜ＧＩ上で、データ配線が交差す
る部分（クロス部）のみでなく、ゲート配線ＧＬに沿ってその上部に低誘電率の絶縁材料
をインクジェット法で滴下して塗布し、ゲート絶縁膜よりも低誘電率の絶縁膜ＬＤＰを形
成する。この低誘電率の絶縁膜ＬＤＰはアクティブ・マトリクス基板の少なくとも表示領
域（多数の画素をマトリクス配列した領域）内の全てのゲート配線ＧＬの上層に形成にさ
れる。
【００７３】
(３)アイランド形成： ゲート配線ＧＬおよびゲート電極ＧＴおよびバンクＢＮＫ-Ｇを含
む基板全域を覆ってゲート絶縁膜ＧＩを成膜する。ゲート絶縁膜ＧＩはシリコン・ナイト
ライド（ＳｉＮｘ:窒化シリコン）をＣＶＤで成膜する。その後、同様のＣＶＤでアモル
ファス・シリコン半導体層とシリコンにリン等を不純物として混入したｎ+シリコン半導
体層（オーミックコンタクト層）を成膜する。このアモルファス・シリコン半導体層とし
たオーミックコンタクト層を加工し、ゲート電極ＧＴの上方にシリコン半導体のアイラン
ドＳＩを形成する。なお、このとき、アイランドＳＩの上層に形成されるオーミックコン
タクト層はソース電極とドレイン電極の接続領域としてそれぞれ分離されている。
【００７４】
（４）ソース及びチャネル形成： ゲート絶縁膜ＧＩ上で、かつ交差するゲート配線ＧＬ
上の低誘電率の絶縁膜ＬＤＰの上に、データ配線とソース電極ＳＤ1およびドレイン電極
ＳＤ２の溝パターンを有するバンクＢＮＫ-Ｄを形成する。この溝に銀あるいは銅等の導
電性粒子を含むインクをインクジェットでバンクＢＮＫ-Ｇの溝に滴下し、乾燥、焼成し
てソース配線すなわちデータ配線ＤＬ、およびソース電極ＳＤ１とドレイン電極ＳＤ２を
形成する。このとき、ソース電極ＳＤ１とドレイン電極の間にチャネルが形成される。そ
の後、保護膜の形成、画素電極の形成等の画素形成プロセスおよび配向膜の塗布プロセス
を経てアクティブ・マトリクス基板が製作される。
【００７５】
図１６は、図１５の工程（４）でデータ配線を形成した状態のアクティブ・マトリクス基
板のＢ-Ｂ線に沿って切断したものに他方の基板と貼り合わせて液晶を封止した状態を示
す断面図である。図示されたように、アクティブ・マトリクス基板を構成するガラス基板
ＳＵＢ１の表面にゲート配線ＧＬが形成されている。ゲート配線ＧＬとデータ配線が交差
する部分を含め、ゲート配線ＧＬ上に芳香族炭化水素系有機ポリマー、ポリアリルエーテ
ル系有機ポリマーなどの低誘電率の絶縁材料のインクをインクジェットで滴下する。この
インクが乾燥してゲート配線ＧＬに沿ってゲート絶縁膜ＧＩ上に存在するゲート絶縁膜よ
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りも低誘電率の絶縁膜ＬＤＰとなる。この上にゲートゲート絶縁膜ＧＩを形成する。ゲー
ト絶縁膜ＧＩはバンクＢＮＫ-Ｇの存在で平坦に形成される。
【００７６】
この低誘電率の絶縁膜ＬＤＰとゲート絶縁膜ＧＩとの２層の絶縁構造の上にデータ配線Ｄ
Ｌが交差して形成されている。図１６に示されたように、インクジェットで滴下して硬化
した低誘電率の絶縁膜ＬＤＰの周縁は穏やかなテーパとなる。そのため、ゲート配線ＧＬ
に交差するデータ配線ＤＬは穏やかにゲート配線ＧＬを乗り越え、急峻な乗り越え角度の
場合に起こる段切れ等による断線の発生が抑制される。また、データ配線ＤＬとカラーフ
ィルタ基板ＳＵＢ２に有する対向電極ＣＴとの間は上記の交差部を含むゲート配線ＧＬの
部分を除いて電極間隔を狭くする誘電体が存在しない。なお、アクティブ・マトリクス基
板ＳＵＢ１側の配向膜ＯＲＩ１とカラーフィルタ基板ＳＵＢ２側の配向膜ＯＲＩ２の間に
液晶ＬＣが封止されている。
【００７７】
参考例６により、交差容量や対向容量を増加させることなく、かつデータ配線等の信号線
と対向電極との間にはゲート配線ＧＬ上の低誘電率の絶縁膜ＬＤＰが電極間隔を狭める誘
電体として存在するのみで、容量を大幅に増加させるような構造とならない。そのため、
薄膜トランジスタの性能を低下させることがなく、高速動作で高精細の液晶表示装置を提
供することができる。
【００７８】
ここで、本発明の具体的効果を、交差部容量については実施例１で、対向電極については
実施例２で説明する。
【００７９】
実施例３で説明した交差部容量について、図４６の断面構造を参照して説明する。ゲート
配線ＧＬとデータ配線ＤＬの交差部で両配線の間に存在するゲート絶縁膜ＧＩの厚さｄgi

を０．４μｍ、その誘電率εgiを７．０、交差部の面積をＳとしたときのゲート絶縁膜Ｇ
Ｉのみの交差部の容量Ｃ0は、
Ｃ0＝εgi/ｄgi Ｓ＝(７．０/０．４) Ｓ
となる。
【００８０】
交差部におけるゲート絶縁膜ＧＩの下上にインクジェットで塗布したゲート絶縁膜よりも
低誘電率の絶縁膜ＬＤＰの厚さをｄ、その誘電率をεとすると、交差部の容量Ｃは、
Ｃ＝Ｃ0[１/(1＋ｄεgi/ｄgiε)]
となる。
【００８１】
ここで、低誘電率の絶縁膜ＬＤＰの誘電率εを略々３とし、低誘電率の絶縁膜ＬＤＰの厚
さｄを変えたときの交差部の容量Ｃは、
ｄ＝０．４μｍ → Ｃ＝０．３０Ｃ0

ｄ＝０．８μｍ → Ｃ＝０．１８Ｃ0

ｄ＝１．２μｍ → Ｃ＝０．１３Ｃ0

となる。
【００８２】
実施例２で説明した対向容量について、図１２の断面構造を参照して説明する。ゲート絶
縁膜ＧＩの厚さｄgiを０．４μｍ、その誘電率εgiを７．０、液晶ＬＣの厚さｄlcを３．
５μｍ、その誘電率εlcを８．５、ゲート配線ＧＬと対向電極ＣＴの対向部の面積をＳと
したときのゲート絶縁膜ＧＩのみの交差部の容量Ｃ0は、
Ｃ0＝[（εgi・εlc /（ｄgiεlc ＋ｄlcεgi））Ｓ
となる。
【００８３】
ゲート絶縁膜ＧＩの下に沿ってインクジェットで塗布した低誘電率の絶縁膜ＬＤＰの厚さ
をｄ、その誘電率をεとすると、対向容量Ｃは、
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Ｃ＝Ｃ0[１/[(1＋（ｄεgiεlc /（ｄgiεlc ＋ｄlcεgi）ε）
となる。
【００８４】
ここで、低誘電率の絶縁膜ＬＤＰの誘電率εを略々３とし、低誘電率の絶縁膜ＬＤＰの厚
さｄを変えたときの交差部の容量Ｃは、
ｄ＝１μｍ → Ｃ＝０．５８Ｃ0

ｄ＝２μｍ → Ｃ＝０．４１Ｃ0

ｄ＝３μｍ → Ｃ＝０．３２Ｃ0

となる。
【００８５】
なお、本発明は、上記した各実施例および参考例を適宜組み合わせることもでき、本発明
の技術思想を逸脱することなく、種々の変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００８６】
【図１】本発明に係る液晶表示装置の参考例１を構成する液晶表示パネルのアクティブ・
マトリクス基板の製造方法の要部工程を説明する平面図である。
【図２】図１の工程（４）でデータ配線を形成した状態のアクティブ・マトリクス基板の
Ａ－Ａ線に沿って切断した断面図である。
【図３】本発明に係る液晶表示装置の実施例１を構成する液晶表示パネルのアクティブ・
マトリクス基板の製造方法の要部工程を説明する平面図である。
【図４】図３の工程（４）でデータ配線を形成した状態のアクティブ・マトリクス基板の
Ａ－Ａ線に沿って切断した断面図である。
【図５】本発明に係る液晶表示装置の参考例２を構成する液晶表示パネルのアクティブ・
マトリクス基板の製造方法の要部工程を説明する平面図である。
【図６】図５の工程（４）でデータ配線を形成した状態のアクティブ・マトリクス基板の
Ａ－Ａ線に沿って切断した断面図である。
【図７】本発明に係る液晶表示装置の参考例３を構成する液晶表示パネルのアクティブ・
マトリクス基板の製造方法の要部工程を説明する平面図である。
【図８】図７の工程（４）でデータ配線を形成した状態のアクティブ・マトリクス基板の
Ａ－Ａ線に沿って切断した断面図である。
【図９】本発明に係る液晶表示装置の参考例４を構成する液晶表示パネルのアクティブ・
マトリクス基板の製造方法の要部工程を説明する平面図である。
【図１０】図９の工程（４）でデータ配線を形成した状態のアクティブ・マトリクス基板
のＢ-Ｂ線に沿って切断したものに他方の基板と貼り合わせて液晶を封止した状態を示す
断面図である。
【図１１】本発明に係る液晶表示装置の実施例２を構成する液晶表示パネルのアクティブ
・マトリクス基板の製造方法の要部工程を説明する平面図である。
【図１２】図１１の工程（４）でデータ配線を形成した状態のアクティブ・マトリクス基
板のＢ-Ｂ線に沿って切断したものに他方の基板と貼り合わせて液晶を封止した状態を示
す断面図である。
【図１３】本発明に係る液晶表示装置の参考例５を構成する液晶表示パネルのアクティブ
・マトリクス基板の製造方法の要部工程を説明する平面図である。
【図１４】図１３の工程（４）でデータ配線を形成した状態のアクティブ・マトリクス基
板のＢ-Ｂ線に沿って切断したものに他方の基板と貼り合わせて液晶を封止した状態を示
す断面図である。
【図１５】本発明に係る液晶表示装置の参考例６を構成する液晶表示パネルのアクティブ
・マトリクス基板の製造方法の要部工程を説明する平面図である。
【図１６】図１５の工程（４）でデータ配線を形成した状態のアクティブ・マトリクス基
板のＢ-Ｂ線に沿って切断したものに他方の基板と貼り合わせて液晶を封止した状態を示
す断面図である。
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【図１７】アクティブ・マトリクス型液晶表示装置の表示パネル部の等価回路を説明する
図である。
【図１８】図１７に示す表示パネルＰＮＬの画素部ＰＸＬの構成とこの画素部ＰＸＬを構
成する薄膜トランジスタＴＦＴの構成を説明する図である。
【符号の説明】
【００８７】
ＳＵＢ１・・・第１の絶縁基板（アクティブ・マトリクス基板）、ＳＵＢ２・・・第２の
絶縁基板（カラーフィルタ基板）、ＧＬ・・・ゲート配線、ＧＴ・・・ゲート電極、ＧＩ
・・・ゲート絶縁膜、ＳＩ・・・シリコン半導体層、ＬＤＰ・・・低誘電率の絶縁膜、Ｄ
Ｌ・・・データ配線、ＳＤ１・・・ソース電極（ドレイン電極）、ＳＤ２・・・ドレイン
電極（ソース電極）、ＢＮＫ－G・・・ゲート配線形成用バンク、ＢＮＫ－Ｄ・・・デー
タ配線形成用バンク。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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